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i 

ABSTRACT 

 

Wafer fabrication for integrated circuit is one of the most complicated process in 

semiconductor manufacturing industry. High yield is always the ultimate goal to achieve 

hence a good defect management is the key to ensure the goal is met.  Salicide residue is a 

major defect in SilTerra wet etching process. The defect is contributing a total of 1% loss in 

overall wafer fab sort yield, that is an equivalent to USD$ 5 million loss per year. The 

objectives for this research is to identify the root cause and determine the element of the 

residue defect in the wafer substrate at Salicide Pre-Clean wafer fabrication process. Once 

this has been achieved, next is to determine a novelty solution to reduce the residue defects 

and finally validate the effectiveness of the novel solution in reducing the salicide residue 

defects. An investigation of one factor at the time has been conducted with various 

experiments including screening all the hardware resources available at SilTerra fab by using 

ANOVA studies. The result has concluded that the salicide residue consists of carbon defect 

is observed after Salicide Pre-Clean step when the standard diluted hydrofluoric acid (dHF) 

is used by the wet station equipment to clean the product wafers. This project has discovered 

an innovated solution to minimize the chemical contact on the wafer has resulted in reducing 

the post clean defects residue by 80% and eliminate 1% of the total product sort yield loss 

which is equivalent to approximately USD$ 5 million per year. The procedure had been 

qualified and implemented successfully in SilTerra and therefore eliminating the yield loss 

issue. 
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PENGHAPUSAN BAHAN SALISIDA DALAM PROSES PEMBERSIHAN LAPISAN 

PRA LOGAM PEMBUATAN WAFER HADAPAN 

 

ABSTRAK 

 

Fabrikasi Wafer untuk litar bersepadu adalah salah satu proses yang paling rumit dalam 

industri pembuatan semikonduktor. Hasil yang tinggi sentiasa menjadi matlamat utama 

untuk dicapai oleh itu, pengurusan kecacatan yang baik adalah kunci untuk memastikan 

matlamat dipenuhi. Sisa salisida adalah kecacatan utama dalam proses punaran basah 

SilTerra. Kecacatan ini menyumbang sejumlah 1% kerugian dalam keseluruhan isihan hasil 

fabrikasi wafer, yang bersamaan dengan kerugian kira kira USD $ 5 juta setahun. Objektif 

penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti punca-punca dan menentukan unsur 

kecacatan sisa dalam substratum wafer pada proses pra bersih salisida dalam fabrikasi 

wafer. Apabila ini telah dicapai, seterusnya adalah untuk menentukan penyelesaian 

kebaharuan untuk mengurangkan kecacatan sisa dan akhirnya mengesahkan keberkesanan 

larutan novel dalam mengurangkan kecacatan sisa salisida. Siasatan terhadap satu faktor 

pada satu masa telah dijalankan dengan pelbagai eksperimen termasuk menyaring semua 

sumber perkakasan yang terdapat di SilTerra fab dengan menggunakan kajian 

ANOVA.Hasilnya telah menyimpulkan bahawa residu salisida terdiri daripada kecacatan 

karbon diperhatikan selepas langkah proses Pra Bersih Salisida  apabila asid hidrofluorik 

dicairkan standard (dHF) digunakan oleh peralatan stesen basah untuk membersihkan 

wafer produk. Projek ini telah menemui penyelesaian inovatif untuk meminimumkan 

sentuhan kimia pada wafer telah mengakibatkan pengurangan sisa kecacatan pasca bersih 

sebanyak 80% dan menghapuskan 1% daripada jumlah kehilangan hasil jenis produk yang 

bersamaan dengan kira-kira USD$ 5 juta setahun. Prosedur ini telah layak dan 

dilaksanakan dengan jayanya di SilTerra dan oleh itu menghapuskan isu kehilangan hasilan 

wafer produk. Projek ini telah menemui penyelesaian inovatif untuk meminimumkan 

sentuhan kimia pada wafer telah mengakibatkan pengurangan sisa kecacatan pasca bersih 

sebanyak 80% dan menghapuskan 1% daripada jumlah kehilangan hasil jenis produk yang 

bersamaan dengan kira-kira USD$ 5 juta setahun. Prosedur ini telah layak dan 

dilaksanakan dengan jayanya di SilTerra dan oleh itu menghapuskan isu kehilangan hasil 
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